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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【公表番号】特表2011-519805(P2011-519805A)
【公表日】平成23年7月14日(2011.7.14)
【年通号数】公開・登録公報2011-028
【出願番号】特願2011-502205(P2011-502205)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  27/02     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/19     (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ 101/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ  27/02    　　　Ｚ
   Ｃ０４Ｂ  37/00    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/02    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  23/08    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  23/08    　　　Ｂ
   Ｂ２３Ｋ   1/00    ３３０Ｚ
   Ｂ２３Ｋ   1/19    　　　Ｚ
   Ｂ８１Ｂ   7/02    　　　　
   Ｂ２３Ｋ 101:36    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月8日(2013.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　ハンダブリッジは、少なくとも６５％ｗのスズの重量比率と、最高３５０℃の融点とを
有し、合金成分として少なくとも１種の活性化金属を含有する低融点スズ合金から製造さ
れている。ここまでおよび下記において、記号％ｗは重量パーセントを示す。ハンダブリ
ッジは、陽極接合（ＡＢ）によって、２つの構成要素のそれぞれと接続される。前記構成
要素は、接続領域に面した外層を有しており、該外装は高温においてイオン伝導性である
酸化物材料から製造されている。前記合金はさらにいくつかの活性化金属を含有すること
ができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　間に位置する接続領域（６）において、ハンダブリッジ（４）によって、互いに媒体密
に接合された２つの構成要素（２ａ，２ｂ）を備える複合体であって、前記構成要素の少
なくとも一方は、少なくともその接続領域に面した側面に、高温においてイオン伝導性で
ある酸化物材料から製造された外層が設けられており、前記ハンダブリッジは、少なくと
も６５％ｗのスズの重量比率と、最高で３５０℃の融点とを有し、合金成分として少なく
とも１種の活性化金属を含有する低融点スズ合金から製造されており、前記ハンダブリッ
ジは、前記構成要素のそれぞれと、陽極接合（ＡＢ）によって接続されており、前記構成
要素は、高温においてイオン伝導性である酸化物材料から製造された、前記接続領域に面
した外層を有することを特徴とする、複合体。
【請求項２】
　前記活性化金属は、アルミニウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、リチウム
、ナトリウム、カリウム、ケイ素、ゲルマニウム、ガリウムおよびインジウムのうちから
選択される、請求項１に記載の複合体。
【請求項３】
　前記活性化金属は、アルミニウム、ベリリウム、マグネシウム、リチウム、ナトリウム
、ガリウムおよびインジウムのうちから選択される、請求項１に記載の複合体。
【請求項４】
　前記活性化金属は、アルミニウム、リチウムまたはベリリウム、特にアルミニウムであ
る、請求項１に記載の複合体。
【請求項５】
　前記ハンダブリッジは、周方向に形成されるような方法で構成されており、それにより
、２つの構成要素の間に媒体密に閉鎖された内部空間を形成する、請求項１乃至４のいず
れか１項に記載の複合体。
【請求項６】
　前記接続領域における２つの構成要素の間の距離は、約５～５００μｍである、請求項
５に記載の複合体。
【請求項７】
　前記２つの構成要素はガラスパネルとして形成されている、請求項５または６に記載の
複合体。
【請求項８】
　高断熱複合パネルとして使用するために、前記媒体密に閉鎖された内部空間は高真空に
ある、請求項７に記載の複合体。
【請求項９】
　前記２つの構成要素は、微小電気機械デバイスまたはマイクロ電子デバイスのパッケー
ジングとして使用するために、ガラス板および／またはセラミック板として形成されてい
る、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の複合体。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の複合体を製造する方法であって、
　ａ１）２つの構成要素（２ａ，２ｂ）を、ハンダブリッジとして機能するスズ合金の融
解温度より高い温度に加熱する工程と、前記構成要素のうちの一方（２ａ）は、媒体密に
接続される接続領域に従って予め切断されたスズ合金の層（４）によって被覆されている
ことと、
　ａ２）２つの構成要素（２ａ，２ｂ）を、該構成要素の間に接続領域（６）を形成する
ように、そこに配置されたスズ合金によって接合する工程と、
　ａ３）高温においてイオン伝導性である酸化物材料から製造された前記接続領域に面し
た外層を有する構成要素（２ａ，２ｂ）の各々のそれに関して約３００～２，０００Ｖの
正電圧を、前記接続領域（６）内に存在するスズ合金（４）に印加することによって、液
体状態における陽極接合を用いて、ハンダブリッジを形成する工程とを備えるか、
　または、
　ｂ１）２つの構成要素（２ａ，２ｂ）を、ハンダブリッジとして機能するスズ合金の融
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解温度より高い温度に加熱する工程と、
　ｂ２）２つの構成要素（２ａ，２ｂ）を、媒体密に接続される接続領域（６）を前記構
成要素間に空けておくように、接合する工程と、
　ｂ３）液体状態にあるスズ合金（４）を、該スズ合金によって前記接続領域（６）が充
填されるように与える工程と、
　ｂ４）高温においてイオン伝導性である酸化物材料から製造された前記接続領域に面し
た外層を有する構成要素（２ａ，２ｂ）の各々のそれに関して約３００～２，０００Ｖの
正電圧を、前記接続領域内に存在するスズ合金に印加することによって、液体状態におけ
る陽極接合を用いて、ハンダブリッジを形成する工程とを備えるかのいずれかであり、
　前記スズ合金は、少なくとも６５％ｗのスズの重量比率と、最高で３５０℃の融点とを
有し、合金成分として少なくとも１種の活性化金属を含有する、方法。
【請求項１１】
　工程ａ１）または工程ｂ１）の前、またはその最中に、それぞれ、前記構成要素は洗浄
工程に供される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　工程ａ２）または工程ｂ２）は、それぞれ、前記２つの構成要素の間に少なくとも１つ
のスペーサーの挿入を含む、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　工程ａ１）～工程ａ３）、または工程ｂ１）～工程ｂ４）は、それぞれ、真空下で行わ
れる、請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記スズ合金は、濡れ挙動を改善するために、少なくとも１種の活性化金属の酸化物を
含有する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項８に記載の複合体を生成するための請求項１３または１４に記載の方法であって
、前記陽極接合プロセスを行う前に、前記接続領域によって包囲された２枚のガラスパネ
ル間の領域内に、ゲッタリング材料が配置される、方法。
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